Silizium-Zenerdiode\
15A

Z 10 AEG-DBelecke /Mihne 7952

X ' b 4
Sperrsparrung Sperrspannung in - Typ Typ -
in Sperrichturng DurchlaBrichtung !
v d Forrm 1 Forrm 2 |
50 50 B7zZ 10 B7Z 10 K(3rmod
100 100 BTZ 17 BTZ 11 KI 3 mod |
200 200 B7Z 12 B87Z 12 Kl3mod
350 350 BTZ 13 B7Z 13 Kl3rmod
1 £igenschaften:
GréBler StoBstrorn : 150 A (Scheitelwert einer 50Hz - Halbwelle, anschtieBend
: rmindestens 1rmin. Pause) |
Grofter Spitzenstrom ¥ : 75 A bei periodischern Betrieb (Scheitelwert bei 50Hz). |
X Steuerstrormn 1< 50mA zurn Einschalten der Zelle bei > 6V in OurchlaBrichtung
X Steuerspannung :< 3V zum Einschalten der Zelle be/ = 6V in DurchlaBrichtung
Ternperaturbereich ¢ =50 bis +150 °C .
Sperrschichtternperatur 2+ 125°C .
Nennstrorr V) 115 Aarithm  ( Zulassiger arithrmetischer Mittelwerl einer
sinusformigen Strormhalbwelle bezogen
_ auf die volle Periode bei 50Hz )
X Nennsperssirorn : - : < {0mA in Sperr -und OurchiaBrichturig bei offenern Steuerkreis
Haltestrorm :<50mA .
Thermischer Innenwiderstand : < 2°C/W .
Einschaltzeit 1< 2us (Einschaltzeit = Anstiegzeit +Verzogerungszeit )
Anstiegzert < fus
Verzbgerurngszeit =< Q2us .
Ausschaltzeit S 20us .
X DurchlaBspannungsabfall : siehe Schaubild
1) Ojese Strormwerte duarfen auch bei nichtsinus’orrrigen Strormen nicht Gberschritten
werdler?. N 20° up (v)
~2 7
Ny T~
+12 5C . \\\\\\\ .
NN
NP
- g
Ip (A) 70 60 50 40 30 20 10 0




Transistor
7 AN

‘(npn -Silizium

x Typ ou fgestempelt

Nw'mgehau} 70~ 41

© Metall - yd :

1’x 11. Oberfldche: : gal Ni 6, bzw. gal N5 ( bel st uniefkupfefl‘)

fx12. AnschluBdrihte : litbar verziont .

12, Grenzwerte bei 25°: , /
! 21 Kol{ektor Basis - Spannung: Uego 2%/ Y
i 22 Kollektor - Emitter-Spannung: . Ucg, g - ¥
‘ =23, Emitter - Basis -Spannung : Uegg 5 ‘ Ty
' 24 Max. Kollektorstrom : lemdx, 10 A S

25 Verlustleistung: Y\ % 50 LA Yu = £ 75°C) .

25 Temperaturbereich : ‘\/ — N
27 Sperrschicht-Temperatur-: Atf/ ¥ 150 s
13 Elektrische Werte bei 25%\Y |
X.31 Kollektor - Reststrom : / ‘ I'cBo g2(<1) mA( Ug=150 V) -
r / Icgo 05 (<100 mA( Up=210 ¥, By=100 o,
'x32. Emitter-Reststrom: /- !¢ 8o 1T (<10) mAl Upg=5 v)

13 Grenzfrequenz: / ‘ fre 11 (»5)  MHzl" Upg = 10 V, =05 A)

:34 Gleichstrom - Vgrstirkungsfaktor: B 30 (>12) - Ugp =17 N, =2 A)

- Verstirkungsfaktor: hg, /3 — ( Ug=— ¥ == A F=s—Hz)

, -36. Kollektar- Sattigungsspannung: Ucpsat 0715 (=35) Y( o =05 A, Ig=185 («50)mA)
! | o Uggsar W1 (=170 v0 e =B A Ig=380 (800ImA)
{ 37 Basis/Sittigungsspannung: =~ Ugesat — - Ve fpo=— A la'-,ﬂ) S
| 38 sch (tzeiten:(Anstiegszeit]  tn 05 t=1) pust o =10 A Ig=t A
(Speicherzeit) ts 05 (=1) ust Jp =10 A lg=1 A
T Wbhallzeit) te 018 1<05) pst I =10 A g1 A
(Rackwdrtserbolungszeit) ¢, — st g == A lg==A)
.39 Wdrme-Innenwiderstand : RthG £ 15 5 °cl W ST
310, Warmewiderstand : : Ry - °CimW
14. Obrige elektr Werle nach: _5/emen5 Halbleiter Datenbuch 6# S 220ff

1.5':_“Zum Lieferumfang gehdren : Glimmerscheibe @ 62901-B13-A , Nippel 862901-B13-8B
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Eigenschaften

Mechanische Ausflihrung
Gehauseart: JEDEC 70 59/DIN
Gehausewerkstoff:  Metoll
Gehiuseoberfliche: vergoldet
AnschluBdrahte |8tbar vzin/vgol

Grenzwerte
Kollektor-Basis-Spannung:
Kollektor-Emitter-Spannung:
Emitter-Basis-Spannung:
Kollektorstrom:
Verlustleistung:
Temperaturbereich (Lagerung):
Sperrschicht-Temperatur:
Léttemperatur:

Kennwerte bei 25°C
Kollektor-Reststrom:

Emitter-Reststrom:
Grenzfrequenz:
Gleichstrom-Verstirker-Faktor:

Wechselstrom-Verstirker-Faktor:

Kollektor-Sattigungsspannung:

Basis-Sittigungsspannung:

Kollektor-Sperrschicht-Kapazitit:

Emitter-Sperrschicht-Kapazitit:
Wirme-Innenwiderstand:
Wirmewiderstand:
Jerroltzeitern

Ubrige elektr. Werte nach

Zubehdrteile nach Zum Llieferumfang genaort ein Gefe

.Ei

Y ) sb

1]

1) Groftmol3

Fo‘rrf‘.ei- é Wert MeBSbedingung

zeichon i

Ucso ; 80 V ity = °C

Ucso 40 V rjlu= °C

Ueso 6 Vo-idy = °C

Ic 10 A ltu= °C

Ptot 20 W jbe= 100 °C -

% -55bis 12000 -

9; 200 °C -

9 260 °oC -t & 10s

less £ MO A-[Ug= 40" V-

legs £ 41 mA U= 40 V,du= 725:-°C -

IEBO < 10 A |Ug= 4 -V

2/ 2 S0MHz -lUgg= & * V,lg= 0.9 ' Af=20M=:z
B z 40 - U= 2 - Vig= 2 A

hia -_— Ucg = V,lc = Af= Mz
Ucssat Z 08 V-ilg = &5 - -Alz= 05 . A

Ut | 10 V.ligc =70 "Aig= 20 - A

UBEsat = 43 V 'jlg = 5 rAlz= 05 . A

Cos S 80 pF -jUs= 70 "V,ig= 0 Af= 7 M-z
Ckes % 500 pF "{Ugs= G5 -V,le= 0 Af= 7 MHz
Ring £ 5 °C/ W- '

Riwu — °C/mW .

ton £ 350ns o = JAlpt = 05A -

totr ¢ 650ns le < 54,181 182 =054 -

SGS - Doterblolt , Ausg. Dez-1967

ous: 1Sechskontrrutter, 1 Uniterlagscheibe

stigungssotz best enend
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Diode \

Silizium

Typ:

BXY 26/1

- BXY 26

ilo

BXY 26 Iilo

mr s6 TPK 1969

R

BXY 26/

BXY 26/11I

- Typische W

" Typische Verte:

" Erprobte
.. Anvendungen: *

o Typische Werte:
BXY 26/1T.. '

" Erprobte
- Anwendungen: ®

- kungszrad

iWarmewidcrgtand

Frcquﬂnzverdoppler aul G,5/1 3Hz mit 15 WlAuszanss
leistung und = {7%VWirkungsgred. Bei gleichen lidr-
sind auch 15 W Ausgangsieistung moglich.

" Durchbruchsspannung 60 v
Junctionhapuzitét (6 V; 1 Ghz) 5 pF
o 157 %ca

Prequcnzveraovp’er auf o 7/2 1 Jrz m1t12 W Ausza
leistung undz350 % Vi*‘unv gea

zu.Freoueﬂzve”d“cifther euf 2 Giiz mit 5 W Ausgosngs-

erte:

Cleistung bw; 50 S \ir'Lnosbraa.

Durchbruch uouhnung~ . 60V
_ 'Junctiorﬂ:mazita». (o V; 1 an) 2 pR-
” . - o}
Warmgwidersvand .25 C/d

54
e
- \ch: [ Nicht g, )
l l N1 N r"'JUkOn(‘r
15765
..._755‘ Tor—
_...:vlo"fg';-r—
1 e
| dpse @2
Hemiernszhild = —r"]
T T TT— .
- plzd [
Anode - i t .
e e — .':3 C\)‘
{ (S
| +
~
s T R
. l o
Y o
i_ -
i !
Kolbode—7 [ s
©
T3 i
— g —— i
b
te—£ 27+ 91— o
‘Durclhibruchsspannung ) o v
“Junctionkepazitdt (6 V; 1 GHz). . 12 pF
SR T o . s O,
- Vdrmewlderstand - S NS

e

.ty



Periodische Spitzensperrspannung  Urrm
StoBspitzensperrspannung

Sperrstrom
Dauergrenzstrom
StoBstrom

DurchlaBspannung

Betriebstemperaturbereich
Lagertemperaturbereich

Warmewiderstand

Kriechstrecke/Luftstrecke

Gewicht
Schwingfestigkeit
Anzugsdrehmoment

DurchiaBkennlinien
Parameter: Sperrschichttemperatur $

Ursm
Ik
Irav
fesm

W

8
Fnac

My

——

gt

)

o b

max.

max.

40V
48V
100 mA
15A
250A

0,55V

-40°Cbis +125°C
~40°Cbis +125°C
2,0K/W

Imm

559

5g

1,5Nm

2 Nm

\% = 125°C, bei Uppm .

& =125°C
Sinushaibwelle 50 Hz
9 =25°C, k= 15A

Montage auf Kihlkorper
mit Mutter

Transienter Warmewiderstand
fir Konstantstrom Zimyc

e / .
“Si-Diode \
Schottky
Anwendungskode . . .
nach 5N 0819 Teil 1 Byslwlgfﬁmwg 1 9 94 Seiteq
E;eugnis- Klima-Klasse ’ !
Klasse | n. DIN 40040
—y $11 r-—
K [E!KIC _b'_ 3:“
o2l Lol
‘
Li? :
E
| L=
l Py
Gehause: . . /T i
ehause: Metallgehause nach DIN 41 885, vernickelt | il
Anschlisse: Kathodengewinde (M 5}, Anodenidtose Swi : =
Polaritat: Gehause = Kathode f !
Technische D;ton Nebenbedingungen



Secte 2

Zulassige Gehausetemperatur J;
in Abhangigkeit vom DurchlaBstrom
Netzbetrieb 40 bis 60 Hz, Upam = 40V

c

2

£
€E
€5
4
X E
B
25
£
a8
5
86z
558
[ Y

s

Teay

Sperrkennlinien

Q
Gr

Parameter: Sperrschichttemperatur

Parameter: Sperrschichttemperatur

= Vamu

Sperrschichtkapazitat

in Abhangigkeit von der Sperrspannung




BYS 15 - Secte2

Durchlaveriustkennlinien Zulassige Gehausetemperatur 3.
Parameter: Stromform in Abhangigkeit vom DurchlaBstrom.
Unam = 40V Netzbetrieb 40 bis 60 Hz, Urpm = 40V
“. - .
we } ] ; T i
Pe . 4o ! !
i * 1
H 4
Sorfid
SN I .
4 I
12 “ 16 18A2
—lny
Grenzstromkennlinien Sperrkennlinien
Parameter: Sperrschichttemperatur Parameter: Sperrschichttemperatur

; I3
Pt
: : P -
P t . i H L3, =25°Ch .
C N . X i ! | ' i ’ .
0L N . [ cat! ' . i ' 1 1 i ' i
o' 3 5 o 3 ms S 5 0 5 2 5 % 5 v
R - — _-—4V~
Sperrschichtkapazitat

in Abhangigkeit von der Sperrspannung




SI-Diode
Schottky

Anwendungskode
nach 5N 0819 Teil 1

Klasse n. DIN 40040

K 1G[K]|C

DurchlaBkennlinien

Parameter: Sperrschichttemperatur 9,

it

FI AT IY)

—_—

i

v 1o

e Y G30:Si6Mens 1984

) - ¢14max =—
Pruf-Ber. Nr: —— —u—
Datum: 033 | —
Warenart [
Nrizes) Ungunig",(eine Anwendung >E°<
Il =
~ AE-Nr. 400.02 10.11.88 i T
1
/’ -
SW14 i I 2
Gehause: Metallgehause, vernickelt | ; i =
Anschlusse: Kathodengewinde (M 6), Anodenlotose =1
Polaritat: Gehause = Kathode ——Mp —~—
Technische Daten Nebenbedingungen
Periodische Spitzensperrspannung  Uram 40V
StoBspitzensperrspannung Ursm 48V
Sperrstrom I max. 200 mA 3 = 125°C, bei Uram
Dauergrenzstrom Irav J0A
StoRstrom lesm S00A 3 =125°C
Sinushalbwelle S0 Hz
OurchlaBspannung v max. 0,55V % = 25°C, & = 30A
Betriebstemperaturbereich —40°Cbis +125°C
Lagertemperaturbereich .\9, —-40°Cbis +125°C
Warmewiderstand Rinuc 1,0K/W
Kriechstrecke/Luftstrecke 3mm
Gewicht G 12g
Schwingfestigkeit S5g
Anzugsdrehmoment My 3Nm Montage auf KGhlkorper
4Nm mit Mutter

Transienter Warmewiderstand
far Konstantstrom Zinyyc




DurchlaBveriustkennlinien
Parameter: Stromform
Uram = 40V

[?r
H

2T

w

Boapd R:Y

| a5
¥ahv g
_1110' AN
B alm TN
=1 0°

‘ ]

Grenzstromkennlinien
Parameter: Sperrschichttemperatur S

PORy SR SR SR

-

Sperrschichtkapazitat
in Abhangigkeit von der Sperrspannung

"

[ A__f—‘i.’_—‘.-'—i_

Seited L

Zulassige Gehausetemperatur J.
in Abhangigkeit vom DurchlaBstrom.
Netzbetrieb 40 bis 60 Hz, Upam = 40V

Lie3 ]
1'31,:.7.':"!"'7'

Sperrkennlinien
Parameter: Sperrschichttemperatur

wsw




Leistungsgleichrichter

Silizi_um

LU ey

5
h-3
: ~ ~ L X~
a (Y N ——m‘-r-p.su-—s_-ah—
% A ~ —— '
Valvo =
5 ' )
- 4

% E' —lgst) 137
1 :
2
i Zigztizhaften:
AL Werlsiofl: Gehduse
LT
} 12.0besridche:

misse

mzwerte bei 25C: .

crepannung:

22.5z5z=n - Sperrspannung:
23LGNUNG:

~1 =i o -
~lefi- Soitzenstirom
N em i o~y -s - - -3
13 Lat Wamsicl
- . el ales
SofLdsSiEisiung
L TG rams TR R L Sl S AR D S —
R e R -2 T H " Y PR RS S ) E T
.
PR .
Y Z . Lere em o esiaa
——— - - Ty T Wt

32 Szeorairom
D RnEoi ddsrstana
g

ZAT o irvwisoner Widerstand

Gl StotUiiaicni- Rapeazitdd

oot Iilst Kapazitit

.14 Mechznische Einbauvorschriften:
. &i Emciohiene Bohrung:
I &2 EinzrelBkraft
(14, Usrize elekir Werte nach:

Beschrift ung
]

blau rof

Typ

—i—w A,

" Grofirmal
YKlairnstrras

Metall mit Randiung

Moomcuag BYY20/200°
reabacee 1BYY21/200 |

Pa LA chw e

j PN W Neukenztr, !

g 75 v
‘Udsp 200 ‘\/
““dston 269 v
Iricht 18 A (B,-100°C)
Idsp €0 A
lostog 200 A

W(tamb
“Hmax——1S-—- -°C. D

OC)

‘,:r."m - 65 °C
-3 °C sic  *150 °C

198 18 Alugs =<5 Vi
-1a =2 mA-Ug= 75
-ig ACUgs V)
Rg 2lgs —— vy
Riherm =2 °C/mW

j — pri-Ugs —— W i:

2k | pF

12,61bis 12,65 mm?

- «max 300kp

vtj=125°C

Handbuch Halbleiier f.Starks{romtechnik 18684 S43 if



/7 Diode
| Silizium\\

X Typenbezeichnung aufgedruckt L ' :’rgf,

BYY 59 L 1 a| |7
AEG Belecke -~  H 77

| 7 ¥y
—pt— R _,{
30 . f‘f
_ .- -,ff .

1. Eigenschaften: . A

1. Werkstoft: Gehduse: Kunststoff. 5,»‘52,,
x.12.0berflache: T 'S
13 Anschlisse: ‘ li‘)'tb# : verzmy(f’ B .
12. Grenzwerte bei25°C: R R

21.Sperrspannung: #2000 0y

22.5pitzen -Sperrspanﬁung: ' "->20(') v

.&Stonspannbng: 400 Y

24 Richtstrom: 09 A

.Z5.Durchtlan - Spltzenstrom &6 A

26. Durchlan - StromstoB R , - A

21 Verlustlenstung CTo e — W(tamp °C)
2§ Spegrs;_h_uch_t_temper'atuﬂr,-: N\ - Yimax S 1w ec ]
2.& Te'mp?ra_turberei?h': E o °F .bis oo ,'J%S .

X 3.1.. DurchlaBstrom
x.3.2 Sperrstrom

13. Elektnsc&e Werte beu 2 .C

.3.3.Sperrw1derstan 47

36 Thermnsch er.

- 'AEG-Datenblatt: 32 / RGF ‘55125 (Febr.1963)




1.1

1.1.1.
112
1.13.
1.14,

1.2
121,
122,

1.23.

124.
1.28.

13.

131,

13.2

1.33.°

1.3.4.
1.3.5.

1.3.6.

14.

1.5.

Eigenschaften

Mechanische Ausfiihrung
Gehauseart: JEDEC Q-4
Gehausewerkstoff:
Gehéauseoberflache:

Anschludrahte I5tbar vzin/vgol

Grenzwerte
Durchbruchstrom:
Verlustleistung:

Temperéturbereich (Lagerung):
Sperrschichttemperatur:

Léttemperatur:_

Kennwerte bei 25 °C

_Durchbruchspannung:

n .
DurchiaBspannung: h
Sperrstrom:

Thermischer Widerstand:

Temperaturkoeffizient
der Zenerspannung:

Zener-Diode

BN

|

“BZWII.

wun
i

x
RN _
J § W I
i il
. ] T ) TN l&
f P TR
_‘_j 2788427
. 3
max.
. 20 22 VA2 —
Kathode am Ceh3use max.
Formel- ' .
zeichen Wert MeBbedingung
Iz (Stod) 0 A 0 =250 t =10yus
P w 00 =
P 3kW | 9g = 259C; £ <100 s
8 -55°C bis 4175 °C
i 175 °C
] 245 °C t =5s
UZ — 4 — - g ﬁ—y lz - 0—,2 mA S
Uz § 52 Vv Iz = 5 mA
Ue < 15 VI = 10 mA
IR < 0,1 nA | Ug = 2%V
Ry T 50 °G/mwW ‘
thG S °C/mw
TK, . +10 x 10—4°C

.

Ungiitig,keine A nwendbng

Ac-Nr,

400.63

Ubrige elektr. Werte nach Valvo Handbuch 1973, Seite 231 ff.

Zubehodrteile:

‘Mutter und Zahnscheibe warden mitgeliefert

15.11.88
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Ll

ener- D!OCJG N

BZX46C..

Kathode durch Farbring

e

00°Z€5°L

— 55°0-9¥ 05>

gelenn-
zcichnet

1. Eigenschaflen E{'FF:
. A
]
1.1 Mechanische Ausflihrung
1.1.1.  Gehiuseart: JEDEC Do35/DIN -
1.1.2.  Gehausewe:kstoll: 3las 23 min ¢ 3.50-5.00 75 min
1.1.3. Gehédusecberilache:
1.1.4.  AnschluGcréhte 10tbar vzin/vgol -
Formei- Wert MeBbedingung
zeichen
1.2, Grenzwerte -
1.21.  Durchbruchstrom: Iz 15,2 oA} b= 50 °C
1.2.2.  Verlustleistung: P Lo m W | 8 = =0 °C
P - W 9 = °c
1.23. Temperaturberecich (Lagerung): 05 - 55 o » 150 ¢¢
12.4. Sperrschichitemperatur: 9 15C °C
1.2.8. Léttemperatur: o 21}5 oC ¢ < Scec
1.3. Kennwerte bei 25 °C ,
1.3.1.  Durchbruchspannung: U, 20,7...22,3 Vi 5.6 mA
1.3.2.  Difierenzielier Durchbruchwiderstand: r =< 2¢ Qi1 = 5,2 mA
1.33. Durchladspannung: Us Vil = mA
1.3.4.  Sperrstrom: Iz <0,3 wA | L= 18 v
1.35.  Thermischer Wnderstand Rihy - °C/mw
Ric - “C/imw
1.3.5. Temperaturkoelfizient
der Zenerspannung: TK, . 10—4°C IZ = 5,6 =A
140 UObrige elektr. Werte nach Sescosem Halbleiter-(Ubersicht 1$6G/70 (S038&)



1.4.

~Zener-Diode \
Silizium
BZX3 1 4
Kathode durch Farbnng gekennze/chnef o 2
teo X o o e
: . 3 3 &
. Nl" ‘g,{ jir
. ' . T &
: : . . f f ya
’ T &
) 254 57:03 254 o
KleinstmaB Kleinstmaf i
1. Eigenschaften . &
. . 51.!'
7
11. Mechanische Ausfihrung . i‘fv[ 515532.204 TYP TKy,
o . e ) d
1.1.1. Gehéusead. JEDEC D07 {DIN \ £ Y 52x 51 |esiomooc
1.1.2. Gehiusewerkstoff: Glas :"_) . =
. . i - 06 BZX 52 |<x5.107%°C
1.1.3. Gehiuseoberfliche: ) . 24
e 1x : y 07 |BZX 53 |<22-10%%<
1.14. AnschluBdréhte Idtbar vzin/vgol I
.q F - 08 BZX 54 ,|<#1.107%<C
Ao
. Fo’rmel- A ; Wert MeBbedingung
12. Grenzwerte zeichen 4
12.1. Durchbruchstrom: Iz W 25 - mA |8, = °C
122. Verlustleistung: P @J 250 . mMWid, = 45 oc
P 7 : W og = °C -
12.3. Temperaturbereich (Lagerung): 0./ —55 bis t125 °C
1.2.4. Sperrschichttemperatur: i 150 °C
11.25. Lottemperatur: 3‘;} ! _ °C
- @;"
13. Kennweite bei 25°C -
1.3.1. Durchbruchspannung: Us 86:0h s Vilz = 10 mA
4 1.3.2. Differenzieller Durchbru (Jtand rs g . Rl = mA
1.3.3. DurchlaBspannung: Ur — Vilp = mA
1.34. Sperrstrom: IR - pA |Ur = "
1.35. Thermischer Widers ;4 Ruwu 04 °C/mW
Rug —_— °C/mW
1.3.6. Temperaturko fﬁé‘n . '
der ZenersWQ: TK. sTobelle

Obrige elektr. Werte nach Telefunken~Handbwch Halbleiter 1968, Industrie-Typen, S. 367 ff



/- Lener-wioae

Silizium -Referenz-Element

BIVZ4
T

1. Eigenschalten
11. Mechanische Ausfilhrung

1.1.1. Geh3useart: JEDEC — /DIN —
Gehausewerkstoff: A/0//
CGehauseoberfliche: —
AnschluBdrzhte |6tbar vzin/vgol

132
<
o b

K

- e
o L
bial

12. Grenzwerte
12.1. Durchbruchstrom:
122. Veriustleistuna:
1.23.
1.24.
1.25,

Temperaturbereich (Lagerung):
Sperrschichitemperatur:
Lottemperatur:

Kgnnwen:te bei 25°C
Durchbruchspannung:

13,
124,

1.3.3. DurchlaBspannung:
5 1.34. Sperrstrom: :
1.2.5. Thermischer Widerstand:

1.3.6. Temperaturkneffizient
der Zenerspannung:

1.32. Differenzieller Durchbruchwiderstand:

Ateinsimall

| o 727-en

NN

WNicht fir
Neukonstr,

i

8
B

Der Pluspol is? clirch
*ev gekennzeichnet

14. Obrige elektr. Werte nach /ntermefall - Hondbuch 65/66 ; & 48% &

15. Zubehorteile nech

Befestigungsschelie gzhort zum  Lieferuanfony
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ll. Eigenschaften:

! 1.1. Werkstoff : Gehiuse : Glas

X.1.2.0berflache : _

X1.3-Anschlusse: _ lotbar verzinnt

1.2. Grenzwerte bei 25°C: .
.é.l.DurchlaBstrom: ' IF 150 mA

t .22 Verlustieistung: Py 200 mw (‘}u = 45 °C)
2.3.Sperrschichttemperatur: V4 +150 °C
.2.4.Temperaturbereich: Fet -50°C bis  +150 °C
1.3. Elektrische Werte bei 25°C: ' :

31 DurchlaBspannung: o uy 0,65 bis 0,75 V(Iz= 5  mA),
X 3.2.DurchlaBwiderstand: Rz = 8 Q(iz= 5 mA)
X3.3. Durchlafspannung : Ug =1 V(Ig= 100 mA)
X3.4.Sperrstrom: -Ir =1 pA(-Uge2 Y)
3.5.Thermischer Widerstand: _ Rinerm 0,55 °C/mw

Achtung: Betrieb in Durchlalrichtung



